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Проведенные расчеты изменения глубины залегания p – n-перехода при условии диффузии из слоя 
конечной толщины (диффузия из ограниченного источника) с учетом температурной зависимости 
коэффициента диффузии фосфора в кремнии [11] показали, что глубина залегания p – n-перехода при 
Тдиф = 950 –1200 °С увеличилась в 1,5–3,0 раза. Так, при Тдиф = 950 °С глубина залегания p – n-перехода 
выросла на 0,18 мкм, при Тдиф = 1000 °С – на 0,36 мкм, а при Тдиф = 1200 °С – на 1,0 мкм. Следует от-
метить, что параметры контрольных ФЭ в интервале температур Тдиф = 700 – 900 °С практически не 
изменились, что подтверждает предположение об увеличении глубины залегания p – n-перехода при 
Тдиф = 950 –1200 °С.

На рисунке представлены зависимости изменения относительной максимальной мощности ФЭ 
групп II и III при разных температурах диффузии никеля по сравнению с параметрами контрольного об-
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 где Pmax – максимальная мощность исследуемого ФЭ после проведения диффузии 

никеля при соответствующих температурах; Pindustrial – максимальная мощность промышленного ФЭ, не 
подвергавшегося диффузии никеля и различным видам термообработок. 

Как видно из рисунка, относительная максимальная мощность образцов ФЭ группы II после про-
ведения диффузии никеля в интервале температур Тдиф = 950 –1200 °С увеличивается с понижением 
температуры диф фузии никеля ниже 1050 °С. Так, при Тдиф = 1000 °С Рmax возрастает на 16,43 % по 
сравнению с максимальной мощностью контрольного промышленного образца. Установлено, что при 
Тдиф = 800 – 850 °С значения электрофизических параметров составили: Jкз ≈ 55 мА /см2, Uхх ≈ 0,61 В, 
x ≈ 0,46, Рmax ≈ 15,4 мВт/см2, т. е. наблюдается повышение значений Jкз на ∼ 10 %, Uхх на ∼ 1,66 %, а x 
на ∼ 4,54 %. При этом Рmах увеличилась на 16 –17 % по отношению к параметрам исходного промышлен-
ного ФЭ. Максимальное значение данной величины достигается при Тдиф = 800 °С, в данном случае Рmax 
возрастает на 16,92 % по сравнению с максимальной мощностью контрольного промышленного образца. 

Аналогичные закономерности изменения максимальной мощности, как видно из приведенного ри-
сунка, характерны и для образцов группы III, у которых никель напыляли с лицевой стороны, однако 
увеличение данного параметра было более существенным. При Тдиф = 800 – 850 °С значения электро-
физических параметров составили: Jкз ≈ 53,3 мА /см2, Uхх ≈ 0,62 В, x ≈ 0,51, Рmax ≈ 16,7 мВт/см2. Таким 
образом, происходит рост значений Jкз на ∼ 6 –7 %, Uхх на ∼ 2,5 %, а x на ∼ 15,9 %. В то же время Рmax 
увеличилась на 26 –27 % по отношению к параметрам контрольного промышленного ФЭ. Существен-
ное повышение данной величины наблюдается при Тдиф < 900 °С, при этом глобальный максимум до-
стигается при Тдиф ≈ 800 °С (увеличение Рmax на 27,12 %). Имеется также локальный максимум при 
Тдиф ≈ 1000 °С (увеличение Рmax на 23,49 %).
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